
JP 2014-183172 A 2014.9.29

10

(57)【要約】
【課題】電極層と樹脂との密着性を向上させるために、
電極層の厚さを厚くし、尚且つ樹脂に食い込むように、
電極層の断面形状を逆台形形状に形成した半導体素子搭
載用基板を提供すること。
【解決手段】メインの感光波長が異なる２種類のドライ
フィルムレジストを用いて基板１表面に複数層のレジス
ト層１０，１１を形成する工程と、複数層のレジスト層
の上から第１の露光用マスク２０を用いて複数層のレジ
スト層の中から特定のレジスト層１０のみを第１のパタ
ーンに感光する第１の露光工程と、複数層のレジスト層
の上から第２の露光用マスク２１を用いて複数層のレジ
スト層の中から別のレジスト層１１を第２のパターンに
感光する第２の露光工程と、複数層のレジスト層の未露
光部分３０，３１を除去して基板の表面を部分的に露出
させて開口部４０，４１を有するレジストマスク１０，
１１を形成する現像工程と、基板の表面が露出している
部分に所望のめっきを施してめっき層２を形成する工程
と、レジストマスクを除去する工程を順次経ること。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性を有する基板の表面に端子等となるめっき層を備えた半導体素子搭載用基板の製
造方法であって、メインの感光波長が異なる２種類のドライフィルムレジストを用いて前
記基板の表面にこの２種類のドライフィルムレジストで複数層のレジスト層を形成する工
程と、前記複数層のレジスト層の上から第１の露光用マスクを用いて前記複数層のレジス
ト層の中から特定のレジスト層のみを第１のパターンに感光する第１の露光工程と、前記
複数層のレジスト層の上から第２の露光用マスクを用いて前記複数層のレジスト層の中か
ら別のレジスト層を第２のパターンに感光する第２の露光工程と、前記複数層のレジスト
層の未露光部分を除去して前記基板の表面を部分的に露出させて開口部を有するレジスト
マスクを形成する現像工程と、前記基板の表面が露出している部分に所望のめっきを施し
てめっき層を形成する工程と、前記レジストマスクを除去する工程を順次経ることを特徴
とする半導体素子搭載用基板の製造方法。
【請求項２】
　前記第１の露光用マスクと前記第２の露光用マスクは描かれているパターンが異なり、
この描かれているパターンが異なる第１と第２の露光用マスクを用いて前記２種類のドラ
イフィルムレジストからなる前記複数層のレジスト層を露光し現像することによって、前
記基板表面が露出しているめっき用のレジストマスクの前記開口部の断面に段差が形成さ
れることを特徴とする請求項１に記載の半導体素子搭載用基板の製造方法。
【請求項３】
　露光の際に、バンドパスフィルタを用いて所定の波長の紫外線を選択して前記第１の露
光工程または前記第２の露光工程を行うことを特徴とする請求項１または請求項２に記載
の半導体素子搭載用基板の製造方法。
【請求項４】
　露光の際に、選ばれたレジスト層のみを露光できる波長の紫外線を使用して前記第１の
露光工程または前記第２の露光工程を行うことを特徴とする請求項１または請求項２に記
載の半導体素子搭載用基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、金属板などの導電性を有する基板の表面に端子等となるめっき層を備えた半
導体素子搭載用基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
  導電性を有する基材の一面側に、所定のパターンでレジストマスクを形成し、レジスト
マスクから露出した基材に導電性金属をめっきして半導体素子搭載用の金属層と外部と接
続するための電極層とを形成し、レジストマスクを除去することで半導体素子搭載用基板
を形成し、次いでこの半導体素子搭載用基板を用いて、半導体素子搭載用基板の金属層部
分に半導体素子を搭載し、半導体素子と電極層をワイヤボンディングした後樹脂封止を行
い、基材を除去することで、樹脂側に金属層および電極層を露出させるようにした半導体
装置が知られている。
【０００３】
 このような半導体装置は、従来リードフレームと呼ばれる０．１～０．２５ｍｍの厚さ
の金属基材で形成されていたが、軽薄短小化の要求から金属基材の代わりに０．０１～０
．０８ｍｍ程度の厚さでめっきにより形成した金属層、電極層を使用することで薄化を実
現している。そしてこの場合、基材を除去するに際して、めっきにより形成した金属層や
電極層が封止樹脂と確実に密着し樹脂側に残ることが重要である。
【０００４】
  特許文献１には、形成したレジストマスクを超えて導電性金属を電着（めっき）させる
ことで、金属層と電極層の上端部周縁に張り出し部を有する半導体素子搭載用基板を得て
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、樹脂封止の際に金属層および電極層の張り出し部が樹脂に食い込む形となって確実に樹
脂側に残るようにすることが記載されている。
【０００５】
  特許文献２には、レジストマスクを形成する際に散乱紫外光を用いてレジストマスクを
台形に形成することで金属層あるいは電極層を断面逆台形の形状に形成することが記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－９１９６号公報
【特許文献２】特開２００７－１０３４５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
  特許文献１に示されるレジストマスクを超えて導電性金属を電着させる方法は、形成す
る金属層および電極層は、レジストマスクをオーバーハングさせてめっきを施すことによ
って形成する製造方法である。そして、その金属層および電極層の庇となるオーバーハン
グ量は、レジストマスクを超えてからのめっき厚に比例する。しかし、レジストマスクの
パターン形状やめっき条件によっては、めっき厚のばらつきも大きくなるため、金属層お
よび電極層の庇長さも同様にばらつきが大きくなる。それ故、半導体搭載用基板の金属層
および電極層の寸法や間隔などを設定する場合、この庇長さのばらつきを考慮しなければ
ならず、金属層および電極層の寸法や間隔を小さくしづらい問題がある。
【０００８】
  また、特許文献２に示される散乱紫外光を用いてレジスト層の開口部の断面形状を台形
に形成する方法は、使用するレジストの厚さが２５μｍ程度までの厚さには効果的である
。よって、特許文献２に示される方法は形成される金属層あるいは電極層の厚さが約２０
μｍ程度までであれば有効な方法であるといえる。
【０００９】
  しかし、例えばレジスト層を厚くして５０μｍ程度とした場合、紫外光がレジストに吸
収され金属板方向になるほど光が減衰していくため、開口部断面形状の台形の角度が９０
度（すなわち長方形）に近くなり、あるいはこれよりさらに大きくなって金属板側が長辺
となる通常の台形形状となってしまい、金属層あるいは電極層の形状が逆台形を成さなく
なるため、金属層あるいは電極層と樹脂との密着性が低下することになる。
【００１０】
  すなわち、半導体素子搭載用基板の金属層および電極層と樹脂との密着性をより向上さ
せるためには、金属層および電極層の厚さをより厚くするか、或いは樹脂に食い込むよう
にするために、金属層および電極層の断面形状を逆台形形状あるいは凹凸形状に形成する
ことが有効である。
【００１１】
  したがって、レジスト層を厚くして、金属層や電極層の厚みを厚くするとともに断面逆
台形形状や凹凸形状のめっき層が形成されることとなるレジストマスクを形成し、そして
このレジストマスクを用いて断面が逆台形形状や凹凸形状のめっき層を形成することがよ
り好ましい。また、めっき層によって形成される金属層や電極層の必要な厚みは逆台形の
形状や凹凸の形状によっても異なるが、基本的にはめっき層は金属層や電極層の厚みが３
０～１００μｍ程度となるように半導体素子搭載用基板を製造することが必要である。
【００１２】
  そこで、本発明の半導体素子搭載用基板の製造方法は上述した課題を解決するためにな
されたものであり、金属層や電極層が厚く且つ金属層や電極層の断面形状が凹凸を有して
形成されることにより、金属層や電極層と樹脂との密着性がより高められる半導体素子搭
載用基板を提供できるようにすることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
  上記目的を達成するために、本発明の半導体素子搭載用基板の製造方法は、導電性を有
する基板の表面に端子等となるめっき層を備えた半導体素子搭載用基板の製造方法であっ
て、メインの感光波長が異なる２種類のドライフィルムレジストを用いて前記基板の表面
にこの２種類のドライフィルムレジストで複数層のレジスト層を形成する工程と、前記複
数層のレジスト層の上から第１の露光用マスクを用いて前記複数層のレジスト層の中から
特定のレジスト層のみを第１のパターンに感光する第１の露光工程と、前記複数層のレジ
スト層の上から第２の露光用マスクを用いて前記複数層のレジスト層の中から別のレジス
ト層を第２のパターンに感光する第２の露光工程と、前記複数層のレジスト層の未露光部
分を除去して前記基板の表面を部分的に露出させて開口部を有するレジストマスクを形成
する現像工程と、前記基板の表面が露出している部分に所望のめっきを施してめっき層を
形成する工程と、前記レジストマスクを除去する工程を順次経ることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明においては、前記第１の露光用マスクと前記第２の露光用マスクは描かれ
ているパターンが異なり、この描かれているパターンが異なる第１と第２の露光用マスク
を用いて前記２種類のドライフィルムレジストからなる前記複数層のレジスト層を露光し
現像することによって、前記基板表面が露出しているめっき用のレジストマスクの前記開
口部の断面に段差が形成されることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明においては、露光の際に、バンドパスフィルタを用いて所定の波長の紫外
線を選択して前記第１の露光工程または第２の露光工程を行うことが好ましい。
【００１６】
　また、本発明においては、露光の際に、選ばれたレジスト層のみを露光できる波長の紫
外線を使用して前記第１の露光工程または第２の露光工程を行うことが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
  半導体基板材料となる導電性材料にメインの感光波長が異なる２種類のドライフィルム
レジストを２層、３層と貼り合せ、露光マスクを介して、狙いとする層が感光する単線紫
外光で露光することにより、貼り合せた多層ドライフィルムレジスト中の狙いの層のみに
パターニング露光を行いこれを各層に施してドライフィルムレジストを現像することによ
り、断面略逆台形形状や断面Ｔ形形状あるいは断面凹凸形状の開口部を作製することがで
き、その後、めっきを電着積層することにより、ドライフィルムレジストの開口部を鋳型
としてめっき金属を前記開口部と同形状に形成することができるので、金属層や電極層の
断面形状が凹凸を有して形成されることにより、金属層や電極層と樹脂との密着性を高め
られる半導体素子搭載用基板を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】（１）は、本発明の製造方法により、導電性を有する基板にメインの感光波長が
異なる２種類のドライフィルムレジストを用いて２層のレジストマスクを形成して処理を
進め、所望のめっきを施した時の断面図であり、（２）および（３）は、感光波長の異な
る２種類のドライフィルムレジストを用いて３層のレジストマスクを形成して、所望のめ
っきを施した時の断面図である。
【図２】（ａ）から（ｅ）は、実施例１に示すレジスト層が２層の場合の本発明の製造方
法の製造フローに沿ったそれぞれの工程における処理を断面図で示したものである。
【図３】（ａ）から（ｅ）は、実施例２に示すレジスト層が３層の場合の本発明の製造方
法の製造フローに沿ったそれぞれの工程における処理を断面図で示したものである。
【図４】（ａ）から（ｅ）は、実施例３に示すレジスト層が３層の場合の本発明の製造方
法の製造フローに沿ったそれぞれの工程における処理を断面図で示したものである。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
  最初に、導電性を有する基板の表面に感光波長の異なるドライフィルムレジストを用い
て２層あるいは３層のレジスト層を形成する。４層以上に形成することも可能であるが、
コストアップになることから２層あるいは３層が好ましい。
【００２０】
  次に、第１の露光用マスクを用いて目的のレジスト層が感光する紫外光によって第１の
露光を行い、次に第２の露光用マスクを用いて、他のレジスト層が感光する紫外光によっ
て第２の露光を行い、現像することによって複数層のレジストマスクに開口部を設ける。
このとき、開口部断面には複数層のレジストマスクによって凹凸が形成されるように露光
用マスクは形成されている。この開口部が形成されたレジストマスクは、めっき用マスク
として使用する。
【００２１】
  そして形成された開口部には、基板表面が露出しており、必要な電気めっき処理を行な
って断面形状が凹凸を有するめっき層を形成した後、レジストマスクを剥離することで半
導体素子搭載用基板を得ることができる。
【００２２】
  より具体的には例えば図１に示すように、半導体基板材料となる導電性材料１にメイン
の感光波長が異なるドライフィルムレジスト（例：ＤＩ用ＤＦＲ（ｈ線）、汎用ＤＦＲ（
メイン波長ｉ線）など）を２層、３層と貼り合せ、露光マスクを介して、狙いとするレジ
スト層が感光する単線紫外光（例：ｈ線のみ、ｉ線のみ）で露光することにより、貼り合
せた多層レジスト層中の狙いの層のみにパターニング露光を行う。これを各層に施し、レ
ジスト層を現像することにより、２層または３層のレジストマスク１０，１１，１２を形
成し断面Ｔ形形状（図１の（１））あるいは断面凹凸形状（図１の（２），（３））の開
口部を作製する。その後、めっきを電着積層することにより、レジストマスク１０，１１
，１２の開口部を鋳型としてめっき金属を前記開口部と同形状に形成してめっき層２を形
成する。
【実施例】
【００２３】
 （実施例１）
  次に、本発明の半導体素子搭載用基板の製造方法の一実施例を図２に基づいて説明する
。図２（ａ）に示すように、導電性を有する基板１として厚さ０．１５ｍｍのＳＵＳ４３
０を用いて、基板１の両面に厚さ２５μｍのドライフィルムレジスト（旭化成イーマテリ
アルズ製：ＡＤＨ－２５２）をラミネートしレジスト層１０を形成した（裏面側は図示せ
ず）。この時のラミネート条件は、ロール温度１０５℃、ロール圧力０．５ＭＰａ、送り
速度２．５ｍ／ｍｉｎで行なった。尚、ラミネートしたドライフィルムレジストはネガ型
レジストであって、ｈ線照射（感光波長：４０５ｎｍ）による露光が可能なドライフィル
ムレジストである。
【００２４】
  次に、片面側（表面側）の前記レジスト層１０に重ねて、前記レジスト層１０と感光波
長の異なる厚さ５０μｍのドライフィルムレジスト（旭化成イーマテリアルズ製：ＡＱ－
５０３８）を前記と同じ条件でラミネートすることで、上層のレジスト層１１を形成した
。このドライフィルムレジストもネガ型レジストであるが、ｉ線照射（感光波長：３６５
ｎｍ）による露光が可能なドライフィルムレジストである。
【００２５】
  これで、図２（ａ）に示すように基板１の表面側には、感光波長の異なる２種類のドラ
イフィルムレジストにより２層のレジスト層１０，１１が形成され、裏面側（図示せず）
には、表面側の下層と同じレジスト層が形成される。
【００２６】
  次に、図２（ｂ）に示すように、表面側のレジスト層１０，１１の上に所定のパターン
が形成された露光用のマスク２０を被せ、そのマスク２０と露光用の光源４との間に４０
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５ｎｍのバンドパスフィルタ３をセットした。
【００２７】
  そして、光源４としてメイン波長がｉ線でｈ線とｇ線を含む混線の水銀ランプ（オーク
製：ショートアークランプ）を使用して露光を行うことで、表面側の下層のレジスト層１
０を波長４０５ｎｍの紫外光によりマスク２０に描かれたパターンで感光して硬化させ、
裏面側は同じ光源により直接レジスト層１０を全面感光させて硬化させた（裏面側は図示
せず）。この際の露光量は、表面側が波長４０５ｎｍの検出器で１８ｍＪ／ｃｍ2、裏面
側が波長３６５ｎｍの検出器で８０ｍＪ/ｃｍ2であった。
【００２８】
  この時、表面側は、４０５ｎｍのバンドパスフィルタ３によってｈ線照射による露光を
行うこととなり、上層のレジスト層１１は、未露光の状態である。裏面側は、混線による
露光により全面が硬化したレジストマスクとなる。
【００２９】
  次に、図２（ｃ）に示すように、表面側のレジスト層１０，１１の上に露光用の前記マ
スク２０と異なる所定のパターンが形成されたマスク２１を被せ、前記の光源４（混線の
水銀ランプ）により露光を行なうことで、レジスト層１１を露光用のマスク２１のパター
ンで感光して硬化させた。このとき、マスク２０とマスク２１は、硬化させる平面面積が
、後から露光を行なうマスク２１の方が小さい露光面積とすることで、先に露光したレジ
スト層１０の未露光部分３０を硬化させることは無い。この際の露光量は、波長３６５ｎ
ｍの検出器にて７０ｍＪ/ｃｍ2であった。
【００３０】
  次に、図２（ｄ）に示すように、現像を行なうことで、表面側の上層のレジスト層１１
は所定のパターンに形成され未露光部分３１に開口部４１が形成されたレジストマスク１
１となり、また下層のレジスト層１０も未露光部分３０に同様に開口部４０が形成されて
レジストマスク１０となり、そして基板１が露出することになる。この現像処理は、１％
炭酸ナトリウム液を液温３０℃、スプレー圧０．０８ＭＰａで約８０秒間の加工で実施し
た。開口部４０と開口部４１により断面略Ｔ字状の開口部が形成されることとなる。
【００３１】
  そして、図２（ｅ）に示すように、基板１が露出した開口部４０，４１に対し、表面酸
化皮膜除去および一般的なめっき前処理による表面の活性化処理を行なった後、ニッケル
めっきを行なって４５μｍの厚さのめっき層（金属層、電極層）２を形成した。
【００３２】
  その後、アルカリ溶液により基板１の両面に形成されているレジストマスク１０、１１
を全て剥離することで断面形状が略Ｔ字状のめっき層（金属層、電極層）２が形成された
半導体素子搭載用基板を得た。
【００３３】
  なお、光源に水銀ランプを使用せず、特定の波長の紫外線ＬＥＤランプを使用すること
で、バンドパスフィルタを用いることなく、所望のレジスト層を露光することも可能であ
る。
【００３４】
  また、裏面側に形成するレジスト層は、全面を硬化させるため、どのタイプのドライフ
ィルムレジストを使用しても問題はない。更に、形成するめっき層２は、複数のめっきを
積層してもよく、必要に応じて金、パラジウム、ニッケル、銅、コバルト、など及びそれ
ら合金によるめっきを選択し、順次積層して形成することもできる。
【００３５】
 （実施例２）
  次に、３層のドライフィルムレジストを使用した場合の実施例を図３に基づいて説明す
る。図３（ａ）に示すように、基板１として厚さ０．１５ｍｍのＣｕ板を用いて、基板１
の両面に厚さ２５μｍのドライフィルムレジスト（旭化成イーマテリアルズ製：ＡＤＨ－
２５２）をラミネートしレジスト層１０を形成した（裏面側は図示せず）。この時のラミ
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ネート条件は、ロール温度１０５℃、ロール圧力０．５ＭＰａ、送り速度２．５ｍ／ｍｉ
ｎで行なった。尚、ラミネートしたドライフィルムレジストはネガ型レジストであって、
ｈ線照射（感光波長：４０５ｎｍ）による露光が可能なレジストである。
【００３６】
  次に、片面側（表面側）の前記レジスト層１０に重ねて、前記レジスト層１０と感光波
長の異なる厚さ２５μｍのドライフィルムレジスト（旭化成イーマテリアルズ製：ＡＱ－
２５５８）を前記と同じ条件でラミネートすることで、２層目のレジスト層１１を形成し
た。このドライフィルムレジストもネガ型レジストであるが、ｉ線照射（感光波長：３６
５ｎｍ）による露光が可能なレジストである。
【００３７】
  次に、片面側（表面側）の前記レジスト層１０、１１に重ねて、前記レジスト層１０と
同じドライフィルムレジスト（旭化成イーマテリアルズ製：ＡＤＨ－２５２）を前記と同
じ条件でラミネートし、最上層のレジスト層１２を形成した。
【００３８】
  これで、図３（ａ）に示すように基板１の表面側には、感光波長の異なる２種類のドラ
イフィルムにより３層のレジスト層１０，１１，１２が順番に形成され、裏面側（図示せ
ず）には、表面側の最下層と同じレジスト層が形成される。
【００３９】
  次に、図３（ｂ）に示すように、表面側のレジスト層１０，１１、１２の上に所定のパ
ターンが形成された露光用のマスク２０を被せ、そのマスク２０と露光用の光源４との間
に４０５ｎｍのバンドパスフィルタ３をセットした。
【００４０】
  そして、光源４としてメイン波長がｉ線でｈ線とｇ線を含む混線の水銀ランプ（オーク
製：ショートアークランプ）を使用して露光を行うことで、表面側の最上層のレジスト層
１２と最下層のレジスト層１０を波長４０５ｎｍの紫外光によりマスク２０に描かれたパ
ターンで感光して硬化させ、裏面側は同じ光源により直接レジスト層１０を全面感光させ
て硬化させた（裏面側は図示せず）。この際の露光量は、表面側が波長４０５ｎｍの検出
器で３０ｍＪ／ｃｍ2、裏面側が波長３６５ｎｍの検出器で８０ｍＪ/ｃｍ2であった。
【００４１】
  この時、表面側は、４０５ｎｍのバンドパスフィルタ３によってｈ線照射による露光を
行うこととなり、最上層と最下層に挟まれた中間のレジスト層１１は、未露光の状態であ
る。裏面側は、混線による露光により全面が硬化したレジスト層となる。
【００４２】
  次に、図３（ｃ）に示すように、表面側のレジスト層１０，１１、１２の上に露光用の
前記マスク２０と異なる所定のパターンが形成されたマスク２１を被せ、前記の光源４（
混線の水銀ランプ）により露光を行なうことで、レジスト層１１を露光用のマスク２１の
パターンで感光して硬化させた。このとき、マスク２０とマスク２１は、硬化させる平面
面積が、後から露光を行なうマスク２１の方が小さい露光面積とすることで、先に露光し
たレジスト層１０の未露光部分３０とレジスト層１２の未露光部分３２を硬化させること
はない。この際の露光量は、波長３６５ｎｍの検出器にて７０ｍＪ/ｃｍ2であった。
【００４３】
  次に、図３（ｄ）に示すように、現像を行なうことで、表面側の最上層のレジスト層１
２と最下層のレジスト層１０は所定のパターンに形成され、未露光部分３２に開口部４２
が形成されたレジストマスク１２となり、また未露光部分３０に開口部４０が形成された
レジストマスク１０となり、また最上層と最下層に挟まれた中間のレジスト層１１も未露
光部分３１に同様に開口部４１が形成されてレジストマスク１１となり、そして基板１が
露出することになる。この現像処理は、１％炭酸ナトリウム液を液温３０℃、スプレー圧
０．０８ＭＰａで約１２０秒間の加工で実施した。開口部４０と開口部４１および開口部
４２により両側に凹形状を持ったレジストマスクの断面形状が形成される。
【００４４】
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  そして、図３（ｅ）に示すように、基板１が露出した開口部４０，４１、４２に対し、
表面酸化皮膜除去および一般的なめっき前処理による表面の活性化処理を行なった後、ニ
ッケルめっきを行なって７０μｍの厚さのめっき層（金属層、電極層）２を形成した。
【００４５】
  その後、アルカリ溶液により基板１の両面に形成されているレジストマスク１０、１１
、１２を全て剥離することで断面形状が、両側に凸形状を持っためっき層（金属層、電極
層）２が形成された半導体素子搭載用基板を得た。
【００４６】
  なお、光源に水銀ランプを使用せず、特定の波長の紫外線ＬＥＤランプを使用すること
で、バンドパスフィルタを用いることなく、必要なレジスト層を露光することも可能であ
る。
【００４７】
  また、裏面側に形成するレジスト層は、全面を硬化させるため、どのタイプのドライフ
ィルムレジストを使用しても問題はない。更に、形成するめっき層２は、複数のめっきを
積層しても良く、必要に応じて金、パラジウム、ニッケル、銅、コバルト、など及びそれ
ら合金によるめっきを選択し、順次積層して形成することもできる。
【００４８】
 （実施例３）
  同じく、３層のドライフィルムレジストを使用した場合の実施例を図４に基づいて説明
する。図４（ａ）に示すように、基板１として厚さ０．１５ｍｍのＣｕ板を用いて、基板
１の両面に厚さ２５μｍのドライフィルムレジスト（旭化成イーマテリアルズ製：ＡＱ－
２５５８）をラミネートしレジスト層１０を形成した（裏面側は図示せず）。この時のラ
ミネート条件は、ロール温度１０５℃、ロール圧力０．５ＭＰａ、送り速度２．５ｍ／ｍ
ｉｎで行なった。尚、ラミネートしたドライフィルムレジストはネガ型レジストであって
、ｉ線照射（感光波長：３６５ｎｍ）による露光が可能なレジストである。
【００４９】
  次に、片面側（表面側）の前記レジスト層１０に重ねて、前記レジスト層１０と感光波
長の異なる厚さ２５μｍのドライフィルムレジスト（旭化成イーマテリアルズ製：ＡＤＨ
－２５２）を前記と同じ条件でラミネートすることで、上層のレジスト層１１を形成した
。このドライフィルムレジストもネガ型レジストであるが、ｈ線照射（感光波長：４０５
ｎｍ）による露光が可能なレジストである。
【００５０】
  次に、片面側（表面側）の前記レジスト層１０、１１に重ねて、前記レジスト層１０と
同じドライフィルムレジスト（旭化成イーマテリアルズ製：ＡＱ－２５５８）を前記と同
じ条件でラミネートし、最上層のレジスト層１２を形成した。
【００５１】
  これで、図４（ａ）に示すように基板１の表面側には、感光波長の異なる２種類のドラ
イフィルムにより３層のレジスト層１０，１１，１２が順番に形成され、裏面側（図示せ
ず）には、表面側の最下層と同じレジスト層が形成される。
【００５２】
  次に、図４（ｂ）に示すように、表面側のレジスト層１０，１１、１２の上に所定のパ
ターンが形成された露光用のマスク２０を被せ、そのマスク２０と露光用の光源４との間
に４０５ｎｍのバンドパスフィルタ３をセットした。
【００５３】
  そして、光源４としてメイン波長がｉ線でｈ線とｇ線を含む混線の水銀ランプ（オーク
製：ショートアークランプ）を使用して露光を行うことで、表面側の中間のレジスト層１
１を波長４０５ｎｍの紫外光によりマスク２０に描かれたパターンで感光して硬化させ、
裏面側は同じ光源により直接レジスト層を全面感光させて硬化させた（裏面側は図示せず
）。この際の露光量は、表面側が波長４０５ｎｍの検出器で１６ｍＪ／ｃｍ2、裏面側が
波長３６５ｎｍの検出器で８０ｍＪ/ｃｍ2であった。



(9) JP 2014-183172 A 2014.9.29

10

20

30

40

【００５４】
  この時、表面側は、４０５ｎｍのバンドパスフィルタ３によってｈ線照射による露光を
行うこととなり、最上層のレジスト層１２と最下層のレジスト層１０は、未露光の状態で
ある。裏面側は、混線による露光により全面が硬化したレジスト層となる。
【００５５】
  次に、図４（ｃ）に示すように、表面側のレジスト層１０，１１、１２の上に露光用の
前記マスク２０と異なる所定のパターンが形成されたマスク２１を被せ、前記の光源４（
混線の水銀ランプ）により露光を行なうことで、最上層のレジスト層１２と最下層のレジ
スト層１０を露光用のマスク２１のパターンで感光して硬化させた。このとき、マスク２
０とマスク２１は、硬化させる平面面積が、後から露光を行なうマスク２１の方が小さい
露光面積とすることで、先に露光したレジスト層１１の未露光部分３１を硬化させること
はない。この際の露光量は、波長３６５ｎｍの検出器にて１００ｍＪ/ｃｍ2であった。
【００５６】
  次に、図４（ｄ）に示すように、現像を行なうことで、表面側の最上層のレジスト層１
２と最下層のレジスト層１０は所定のパターンに形成され、未露光部分３２に開口部４２
が形成されたレジストマスク１２となり、また未露光部分３０に開口部４０が形成された
レジストマスク１０となり、また最上層と最下層に挟まれた中間のレジスト層１１も未露
光部分３１に同様に開口部４１が形成されてレジストマスク１１となり、そして基板１が
露出することになる。この現像処理は、１％炭酸ナトリウム液を液温３０℃、スプレー圧
０．０８ＭＰａで約１２０秒間の加工で実施した。開口部４０と開口部４１および開口部
４２により両側に凸形状を持ったレジストマスクの断面形状が形成される。
【００５７】
  そして、図４（ｅ）に示すように、基板１が露出した開口部４０，４１、４２に対し、
表面酸化皮膜除去および一般的なめっき前処理による表面の活性化処理を行なった後、ニ
ッケルめっきを行なって７０μｍの厚さのめっき層（金属層、電極層）２を形成した。
【００５８】
  その後、アルカリ溶液により基板１の両面に形成されているレジストマスク１０、１１
、１２を全て剥離することで断面形状が、両側に凹形状を持っためっき層（金属層、電極
層）２が形成された半導体素子搭載用基板を得た。
【００５９】
  なお、光源に水銀ランプを使用せず、特定の波長の紫外線ＬＥＤランプを使用すること
で、バンドパスフィルタを用いることなく、必要なレジスト層を露光することも可能であ
る。
【００６０】
  また、裏面側に形成するレジスト層は、全面を硬化させるため、どのタイプのドライフ
ィルムレジストを使用しても問題はない。更に、形成するめっき層２は、複数のめっきを
積層しても良く、必要に応じて金、パラジウム、ニッケル、銅、コバルト、など及びそれ
ら合金によるめっきを選択し、順次積層して形成することもできる。
【符号の説明】
【００６１】
　　１・・・基板
　　２・・・めっき層（金属層、電極層）
　　３・・・バンドパスフィルタ
　　４・・・光源
　１０，１１，１２・・・レジスト層（レジストマスク）
　２０，２１・・・マスク
　３０，３１，３２・・・未露光部分
　４０，４１，４２・・・開口部
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